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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T19501—2004《电子背散射衍射分析方法通则》。
本标准与GB/T19501—2004相比,主要内容变化如下:
———增加了规范性引用文件(见第2章);
———增加或修改了部分术语,删除晶粒夹角(见第3章);
———增加了分析步骤内容(见第4章);
———增加分析结果发布补充内容(见第5章);
———增加了附录A(资料性附录);
———修改了测量条件(见第4章);
———删除了原标准中试样的制备;
———删除了原标准中分析步骤;
———删除了原标准中测量误差。
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准起草单位:宝钢集团中央研究院。
本标准主要起草人:姚雷、田青超、郑芳、顾佳卿、陈家光。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T19501—2004。
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微束分析 电子背散射衍射分析方法通则

1 范围

本标准规定了电子背散射衍射分析方法。
本标准适用于安装了电子背散射衍射附件的扫描电镜和电子探针进行物相识别、晶体取向、显微织

构以及晶界特性等方面的分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15074 电子探针定量分析方法通则

GB/T27025 检测和校准实验室能力的通用要求

ISO24173 微束分析 电子背散射衍射取向测定方法通则(Microbeamanalysis—Guidelinesfor
orientationmeasurementusingelectronbackscatterdiffraction)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电子背散射衍射 electronbackscatterdiffraction;EBSD
当入射电子束照射到高倾斜的晶体样品时,其背散射电子与原子面发生的衍射。

3.2
电子背散射花样 electronbackscatterpattern;EBSP
由电子背散射衍射产生的具有准线性特征的、并被探测器截获的图案,即菊池带,可将其显示在荧

光屏或照相胶片上。

3.3
花样中心 patterncentre;PC
荧光屏平面上的一点,其垂线过电子束轰击样品点。

3.4
试样与荧光屏的距离 specimen-to-screendistance;SSD
花样中心与试样表面电子束轰击点之间的距离。
注:如果试样与荧光屏之间的距离变小,那么EBSP将会向花样中心方向缩小,会观察到更多的菊池带。

3.5
Hough变换 Houghtransform
能自动探测图像内特殊形状特征的一种图像处理的数学技术。
注:在EBSD中,线性 Hough变换用于识别菊池带在EBSP中的位置及取向,使得花样指数可以标定。每个菊池带

在 Hough空间中被转化为最大值而被识别。这种Hough变换本质上是Radon变换的一种特例。一般情况下,

Hough变换用于二进制图像,Radon变换用于灰度图像。
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